DISSENY MICROELECTRONIC |

Filosofia de I'assignatura:

En les assignatures d'inuoduccié als sistemes digitals ¢s donen cls conceples basics del
disseny ogic: sintesi de funcions Idgiques, sintesi de mdquines seqiiencials i sintesi de maqui-
nes algorisinigues.

En aquesta assignatura baixarem el nivell d’abstraccid, apropunt-nos a la realitat fisica
del circuit integrat, sense arrivar a detallar el procés teenoldgic i fent la correspondéncia
("mapping") entre cls dos mons anterionment esmentats. Els dos nivells que aprofondirem sén:
cl nivell de wransistor, amb les metodologles que introdueix d'avaluacié de cost d'implemen-
tacié de funciones 16gicas amb primitives més simples, i ¢l nivell geométric (fayout) que cns
donwid el conjunt de mdscares que tenen sealitat fisica. L'avaluacid dels dissenys obtinguts, es
fard, en tuncié de Dlesuadpia uwilizada, tant en ennes de pardmeucs d'alt nivell (Area,
velocitat, consum) i les seves combinacions, com en tennes de temps de disseny.

El nivell de complexitat matemdtica de assignatura e dos vessants: un de elemental
que utilitza pardmetres basics dels dispositius i circuits, modelats de manera simple, per a una
prinicra aproximaci6 analitica, i un de complex, que soporta models més precisos resolis
migangant simuladors a nivell elécuic.

Les priciiques de 1'assignatura es faran al voltant d'un entorn CAD complet de disseny
de circuits integrats, extremadament potent pel que fa a la quantitat i qualitat de les diferents
cines que conté, i que s'utiliizaran al Harg del curs sobre problemes especifics proposats sobre
cada tema.
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Modularitat i simetria. Compiladors d'estructura. Mucromodels. Operadors ariimtics:
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Temna X: Elements especifics.
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PRACTIQUES
Praciica 1: Entom CAD.
Prictica 2: Captura d'esquemics.
Practica 3: Simulacié i caracteritzacié d'una porta combinacional.
Priciica 4: Simulacié i caracteritzacié d'un flip-flop.
Prictica 5: Layout de la porta combinacional.
Pracuca 6: Layout del flip-flop.

Practica 7: Curacteriizaciéd post-layout.
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